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La5Mo4O16の異常磁気物性 
 

1． 研究背景・目的 

 La5Mo4O16は遷移金属Moを中心にもつ八面体構

造のMoO6が正方格子を組み，面内方向ではMo4+と

Mo5+が市松模様に配置している。面間方向では low 

spin状態で非磁性のMo2O10クラスターがMo4+の間

につながっている。結果として，Moのスピンは面内

で強い磁気的相互作用を持ち，面間は非磁性クラス

ターで隔てられているため，磁性的には層状構造に

なる。190K以下では面内で隣り合うMo4+ (4d2)と

Mo5+(4d1)が反強磁性的に秩序してフェリ磁性とな

り，面内でのフェリ磁性モーメントが面間方向で反

強磁性的に整列する。190K以下で c軸方向に磁場を

印加すると，0.5T以上で面内はフェリ磁性を保った

まま，面間強磁性となる[1]。さらに Floating Zone

法[2]で作製された単結晶試料は、60Kで電荷整列に

由来すると考えられる異常を示し、それより低温で

巨大な正の磁気抵抗や磁化の緩和現象を示す[3]。こ

のように La5Mo4O16は様々な特異な物性を示すこと

が知られている。 

以上の背景を基に，La5Mo4O16のより純良な単結

晶を作製し，新しい物性を発見することを本研究の

目的とした。 

2． 実験方法 

La2MoO6とMoO3を原料として，石英ガラス管に

還元剤のMoとともに真空封入し，1250℃で焼結す

ることで多結晶 La5Mo4O16を得る。この多結晶を用

いて，Floating Zone法により，Ar雰囲気下で単結

晶を成長させる。結晶成長した試料を砕き，単結晶

を摘出した。この単結晶に対して、磁化測定、磁気

抵抗測定を行った。特に磁化測定に関しては、300K

からゼロ磁場で降温する際に特定の温度で 1時間そ

の温度を保持し，10Kまで下げた後，磁場を 0.1T印

加し，10Kから 300Kまで昇温させた時の磁化の温

度依存性を調べた。 

3．実験結果及び考察 

Floating Zone 法を用いて新たに作製された試料

の磁気抵抗の結果を図１に示す。磁気抵抗について，

60K 以下の温度について巨大な磁気抵抗がみられ

る。同試料の各温度での抵抗の緩和を図 2 に示す。

60K 以下では磁場の印加に伴い，抵抗が時間に依存

して増加している。以上より，今回作製した

La5Mo4O16 単結晶試料は過去の研究結果と同じ特徴

的な振る舞いをみせることがわかった。 

上述の実験方法で測定した磁化の温度依存性を図

3に示す。昇温の際に磁化が極小値をとる温度が，降

温の際に一定時間保持した温度に一致していること

がわかった。また，降温の際に温度を保持しなかっ 

  

た場合は，保持した場合と比較して磁化が高くなるこ

とがわかった。これは，長時間温度を保持することに

より，60K での電荷整列相転移によって面間の磁気的

相互作用が変化して乱れた状態となったスピンが、時

間とともに次第に整列するためであると考えられる。 
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図１ La5Mo4O16の磁気抵抗 
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図２ La5Mo4O16の抵抗の緩和 
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図３ La5Mo4O16の磁化の温度依存性 
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